高效氮化镓基LED外延芯片技术

 高效发光二极管（LED）是实现半导体照明的核心器件。目前，发光效率是制约半导体照明走向应用市场的一个主要技术瓶颈问题。本项目采用蓝宝石图形衬底外延技术，通过优化高出光效率的芯片结构及封装技术，突破了白光LED的核心技术，获得高效LED发光器件，白光LED在350mA注入电流下发光效率达到130lm/W。

    本项目提供一种高效大功率氮化镓基LED外延芯片制备技术，通过芯片结构设计、外延生长技术提高内量子效率；采取表面纳米粗化技术、透明电极技术、电流阻挡层技术、光学膜技术等方法提高器件的光提取效率；最终实现实现低电压，高亮度的功率型LED，具有高光效、高成品率、制备简单等优点。
